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１．概要（Summary） 

ナノインプリント用の高アスペクト比を特徴とするモール

ドを作製するにあたり、ドライエッチング装置のエッチング

方式や条件、マスク材の種類や厚みなど様々な要件を満

たさなければ、ナノインプリント加工に耐えうるモールドを

作製することはできない。特に Si を深掘りする際に用いら

れるボッシュプロセスによるエッチングの場合、モールドの

側壁部分に生じるスキャロップが著しい離型性の低下を

及ぼす。かわって非ボッシュプロセスのドライエッチングの

場合、Si とマスク材の選択比により厚いマスク材が要求さ

れる。永久レジストのような厚みを確保できるマスク材の場

合、エッチング後の剥離が困難である。ただ、マスク材の

剥離が簡便に行えれば、非ボッシュプロセスエッチングを

深掘りエッチングに選択することが可能となる。本実験は、

永久レジストの剥離についてのプロセス開発を目的とし

た。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・スピンコータ、ホットプレート、両面アライナ SUSSMA6 
・当社所有 ICP-RIE エッチング装置 
【実験方法】 
1．φ４“Si ウェハ（1mmt）に SU-8 を 100µm 以上塗布 
2．ベーク 条件振り分け 
3．両面アライナにて露光 
4．ベーク 条件振り分け 
5．現像 
6．ドライエッチング 深さ 600µm 
7．酸洗浄 条件振り分け 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
各工程での最適化を行い、エッチング終了後は Fig. 1

となり、その後酸洗浄を行うと残渣も残らずしっかりと除去

できている（Fig. 2）。 

 

Fig. 1 Before removal of residual resist 

 

Fig. 2 After removal of residual resist 
また、エッチングにおいて Si と SU-8 は 10 に近い選択

比が確保できているので、150µm のレジスト厚で 1mmt
のウェハも貫通が可能である。各工程における条件次第

で、脱ガス性の悪化やパターン滲みが生じる可能性があ

るので、パターンサイズ・永久レジスト厚みによって、若干

の条件の調整が必要になると思われる。 
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